Квантовая оценка оптической аморфности структуры
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Довольно часто требуются получить  аморфные структуры с заданными свойствами. Но для получения нужных материалов необходимо понимания внутренних процессов и возможности ими управления, что порождает разные методики упорядоченья структур.
 В случае использования структурных параметров, таких как bj и (j [1], можно говорить о влиянии на свойства, как кристаллической части, так и аморфной, квантовой матрицы материала. Таким образом, возникает необходимость оценки степени влияния кристаллической составляющей и аморфной части на внос в квантовые процессы. Данный вопрос оценки можно извлечь исходя из спектральных мод колебаний, где коэффициент спектрального поглощения:
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где Nj(hν) и bj(hν) – количество мод j-го типа в единичном объеме проявляющихся на hν участке спектра, а Pсj и Paj их коэффициенты влияния на спектральные свойства. Возможность осуществления оценки оптического влияния  показывающую кристалличность свойств:  
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Таким образом, n выступает  как все типы мод колебаний присущие структурной матрице.  Можно говорить, в равных группах образцов, то что с увеличением Q, в данной группе будет более интенсивно проявляться кристаллическая составляющая, таким образом, возникает возможность применения таких технических приёмов, которые позволяют контролировать в малой степени разупорядоченность. Проявление разупорядоченности можно увидеть в исследованиях [2,3].         
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